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日立謡特許

LOCOS CMOSIC

コンプリ メンタりMOSIC(以‾F,

CMOSと言う｡)は,消費電力が小さい

ことを特徴とするが,素子分離のため

に大きな面積を必要としていた｡

従来のCMOS(図1)では厚い酸化暇

を形成した後,う窒択的に寄生チャネル

防止用のチャネルス トソパを形成して

いたため,チャネルストッパ形成用の

マスク余裕をとらねばならず,高集積
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図2 新Lく開発LたCMOS

化の妨げとなっていた｡

日立製作所はCMOSの高集積化を目

指して,自己整合プロセスを利用した

素子分離技術(図2)を開発した｡

1.特長･効果

(1)チャネルストッパ形成のための不

純物イオン打込みを行なう際のマスク

と,選択西安化の際のマスク(窒化シリ

コン膜)を共用するため,チャネルスト

ッパ領j或と選択酸化部を整合させるこ

とができ,素子分離令貞i戎を小さくする

ことができる｡

(2)一つのウエル領1或内に多数のMOS

トランジスタを形成できるため,ウエ

ル電圧供給配線のレイアウトが容易と

なり,コンタクトの数も少なくなるた

め集積度が向上する｡

(3)チャネルストッパを形成すべき領

j或にイオン打込みされた不純物を活性

化させるための熱処理工程は,選択酸

化の二L程と同一工程で行なうことがで

きる｡

2.提供技術

■ 関連特許の実施許諾

● 特開昭5Z-14378Z号

(USP Re3l′079)

高速アドレスバッファ回路

アドレスバッファ回路は,メモリ装

置でアクセス暗に最初に動作する回路

であり,高速化が望まれている｡

従来のアドレスバッファ回路(図】)

は1段のフリッ70フロップ(以下,F/F

と言う｡)と,F/Fの二つの出力各々に

接続された出力回路により構成され,

F/Fが相補信号A,Åを作-),その信

号を二つの出力回路が別々に増l幅して

いた｡ニの回路では,人力信号Aiが印

加されてからF/Fの出力がA,Åに落

ち着くまで良い時間を必要とし,メモ

リのアクセスタイム実巨編の障害となっ
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ていた｡また,"L''レベルを受ける側

の出力回路の出力がフローティング状

態となり,雑音に弱かった｡

訂L
日立製作所は.相補信号A,Åを受

a

区Il 従来のアドレスバッファ回路例

ける山力回路にもF/Fを用い,山方が

"1､'に,他方が､Lo''に傾きかけた初段

F/Fの出力信号を次段のF/Fが受けて,

その傾きを助長する回路(図2)を開発

した｡

1.特長･効果

(1)2段F/F構成のため動作速度が適

しヽ_

図2 本発明によるアド

レス/ヾッファ回路例

(2)"0''を出力するf_11力端子は必ず接

地電位となり,フローティングニ状態に

おかれることはなく,雉膏に強い｡

(3)次段F/Fを構成するQ6とQ7,Q8と

Q9は同時に導過ご状態となることがない

ため,直i充電流は流れず,消費電力が

少ない｡

2.提供技術

■ 関連特許の実施許諾

●特許第1232368号
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多層ホトレジスト加工
IC,LSIの製造ではガラス基板上の

マスクパターンを,半導体基板上のホ 光

トレジスト層ヘホトリソグラフイ技術

により転写して各種加工を行なってい

るが,高集積化に伴い加工寸i去も微細

化し,マスクパターンを精度良く転写 (a)

したホトレジスト層を形成することが

困難になってきた｡
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図l 従来のl層レジスト法
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すなわち,図1に示すようにホトレ

ジスト層を透過した光が,半導体基板

表面にある段差部で反射し,マスクパ

ターン下にも回り込むため,転写され

たパターンは切れが悪く,寸法もマス

クパターンと一致しない問題があった｡

この発明は,図2に示すように平た

ん化層,ホトレジスト層の2層を用い

てこの問題を解決したものである｡

t.特長･効果

(1)平たん化層は遮光性のため,ホト

レジスト層透過光が段差部で反射する

ことはなくなり,ホトレジスト層にはマ

スクパターンが精度良く転写される｡

(2)このホトレジスト層をマスクとし

て平たん化層を異方性エッチングし,

半導体基板加工用パターンを精度良く

形成できる｡

(3)中間層を加えて3層にすると,更

に加工処理がしやすくなる｡

2.1是供技術

■関連特許の実施許諾

● 特公58‥′51412号

溝形キャパシタDRAM

DRAM(ダイナミック形ランダム ア

クセス メモリ)は,図1に示すように

1個の容量と1個のトランジスタで1

ビットの記憶素子(セル)が構成され,

容量に蓄積された電荷状態を検出して

"0'',"1''判定をしている｡

このセルでの誤検出を防止するには

ワード線

データ線

lT

区II DRAMのセル[司路

トランジスタ 容量

{ヽ

容量電極 誘電体膜

図2 講形容量DRAMのセル構造

容量を大きくし,イ言号量を大きくする

必要があるが,1Mビット,4Mビッ

トグ)セルを一つの半導体チップの中に

集積するためには,一つのセルの占有

面積は非常に′トさく,従来の構造では

DRAMの大容量化は難しい状況にあっ

丈二｡

この発明は区12に示すように,溝形

容量を用いてこの問題を解決したもの

である｡

l. 特長･効果

(1)半導体基板にi葺を形成し,ここに

容量を作っているため,容量電極の表

面積が大きくなり,大きな蓄積容量を

形成できる｡

(2)平面的にみた溝の占有面積は′トさ

く,セルの占有面積を小さくできる｡

(3)DRAMの大容量化に非常に有効で

ある｡

2.提供技術

一 関連特許の実施許諾

● 特公58-12739号

日立製作所では,すべての所有特許権を適正な価格で皆さまにご利用いただいております｡また,ノウハウについてもご相談に応しておりますので,お気軽にお問い合わせください｡

お問い合わせ先は… 株式書鼓日元裂イE祈 〒川0東京都千代田区丸の内一丁目5蕃l号(新丸ビル)電話(03)214-3=4(直通)特許部特許営業グルー7
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日立高機能プログラマブルコントローラ
"HIDIC-SlO/2”

最近のFA(ファクトリーオートメー

ション)動向である分散制御及び高機能

化ニーズに適合する高機能プログラマ

ブルコントローラHIDIC-SlO/2を開発

した(図1)｡

1.主な特長

(1)本格分散形演算装置

(a)最大16台×15台のCPU(中央処

理装置)間リンケージ機能によl),中

規模から大規模分散システムまで自

在に構築できる｡

(b)上位計算機(HIDIC V90シリー

ズ)とハイアラーキ構成が可能である｡

(C)リモートⅠ/0(入出力)方式でⅠ/0

ユニットの分散設置が可能である(最

大768点)｡

(d)外部機器リンケージによりロボ

ットなどに生産指令を与えることが

できる｡

(e)CPU間PSE(プログラミングツ

ール)リンクにより,1台のPSEで
最大10台のCPUを保守できる｡

(f)演算ファンクション,汎用言語

(C言語)を用い,プログラムのモジ

ュール構造化により,高度なプログ

ラムも容易に分かりやすく作成する
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図l 川DIC-S10/2システム構成区l

ことができる｡

(g)姉妹機種として,中′ト規模向け

のHIDIC-SlO/3がある｡

(2)操作性に優れた対話形のポータブ

ルプログラミングツール

(a)大形液晶ディスプレイを採用し,

持ち運びの容易なトランクタイプで

醒

【】l一

･:■一盲

ロボット

旦
以i
一

二塾

NC(数値制御)工作機

パーソナルコンピュータ

ヒ彗7r小タ
外部機器リンケージ

ある｡

(b)プログラミングはもとより,ク

ロスリファレンス表示､エラーコメ

ント表示,各種モニタ機能をもって

いる｡

(日立製作所 機竜二･事業本部)

全ディジタル速度籠御装置"D.HILECTO+”

昭和56年10J],世界に先駆けて直‡充

電動機の仝ディジタル速度制御装置D.

HILECTOLを実用化して以来,既に

300セット以上が稼動している｡今回,

パワーエレクトロニクスの最新技術を

‡振り入れ,高性能化及びインタフェー

スミニマム化を図った｡

1.主な特長

(1)高性能16ビットマイクロプロセッ

速度指令 ｢
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図l 制御ブロック図

サの採用による処理速度の1.5倍化

(2)サンプリングむだ時間を減少させ

る新電子充制御方式,及び予測速度演算

の採用により,高応答化,高精度化が

実現し,この結果,プラントの操業効率

及び製品品質の大l幅巾+上が可台旨である｡

(3)上位PC(Plant Controller)とのシ

リアルイ云送装置には,光ケーブルによ

るマルチドロップ方式を採用し,耐ノ

イズ件の大幅向上及び工事費の削ぎ成を
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図2 D.HILECTO+の外観

実現した｡

(4)故障診断機能及び上位PCへの監

視情報の拡充を図った｡

図1に制御ブロック図を,図2にD.

HILECTOLの外観を示す｡

(日立製作所 機電事業本部)
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3次元金 CAD/CAM"HIMOLD/3D”

HIMOLD/3Dは,複雑な3次元の自

由曲面を扱える本格的な3次元金型専

用CAD/CAM(ComputerAided De-

sign/Computer
Aided Manufacturing)

システムで,日立製作所内で培ってき

たコンピュータ利用の制御技術や,家

庭電気製品用金型製作技術を基本に開

発したものである｡

モデル形一状カッタパス(工具径路)例

を図1に,切削例を図2に示す｡

1.主な特長

(1)高精度なNC(数値制御)加工機能

従来の3次元CAD/CAMシステムは,

図l モデル形状カッタパス例

データ保持精度,演算精度の面で作成

される形状精度が低く,実際のNC加

工に適さない,という問題があった｡

本システムは,高精度な相貰線計算法

などを開発することにより,形状デー

タの演算誤差を1/上m以下に抑えている｡

同計算法は曲面と曲面の交練を,高速

かつ高精度に算出するもので,NC工

作機のカッタパスなどを高速に計算す

る,などシステム随所で使用され,3

次元形状処王里の基礎技術として位置付

けられている｡

(2)豊富な形1犬定義機能

形二状定義を容易にするため,数本の

特徴線で曲面を生成する｢広域曲面補

間法+のほか,｢部分曲面生成法+,｢可

変フィレット(ヘリに丸みをかけた部分)

図2 モデル形状切削例

表l 主な仕様(基本構成)

項 目 イ土 様

処 王里 装 置
32ビットスーパーミニコンビュータ

HIDIC V90

主 記 憶 容 量 4M/ヾイト

磁気ディスク装置 70M/ヾイト

コンソーノレ

ディスプレイ
121∩モ/クローム.プリンタ付き

グ ラ フ ィ ッ ク カ ラ ー:191nl.280×l′OZ4
デ ィ ス プ レ イ モノクローム:19■= 4.096×3.1ZO

N C 作成装置 フロッピーディスクはか

ソ フ ト ウ エ ア 3三欠元CAD/CAMソフトウェア

生成f去+などを採用した｡

(3)豊富なCAM機能

NC用機能として,単面加工,一体

加工,粗.加工などの加工方法が指定で

きるとともに,切削条件の設定,カッ

タ送り速度の制御,カッタと形二状との

干渉の自動回避などの機能をもってい

る｡

(4)効率的な製図機能

3次元CADで入力した形二伏テ､-タか

ら,断面図作成,三面図展開ができ,

寸法の自動記入などにより製作図面作

成の効率向上も可能である｡

2.主な仕様

主な仕様を表1に示す｡

(日立製作所 機電事業本部)
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